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Tranzystory AF426, AF428, AF429

T ranzystory AF426, 428 i 429 produkowane przez 
Fabrykę Półprzewodników TEWA są tranzysto­

rami germanowymi, stopowo-dyfuzyjnymi, małej mo­
cy, wielkiej częstotliwości, typu p-n-p. Zastąpiły one 
produkowane do tej pory popularne tranzystory 
TG37H-40 oraz AF416-f-419.

Tranzystory AF426 są przeznaczone głównie do sto­
sowania w układzie wzmacniacza pośr.cz. w tranzy­
storowych odbiornikach AM/FM oraz w układzie 
wzmacniacza w.cz. i mieszacza odbiorników tranzy­
storowych z zakresem fal długich, średnich i krót­
kich.

Parametry elektryczne tranzystorów AF426, AF428, AF429 przy ta =  25oC
T a b l i c a  1

N azw a W a ru n k i
O zn aczen ie

J ed  - AF426 AF428 AF429
p o m ia ru nostk ap aram etru m in . śred. m a x . m in . śred . m a x . m in . śred . m a x .

P rą d  z e ro w y
k o le k to r -b a z a ~ UCB =  « V _ I CBO jiA 1,5 8 1,5 8 1,5 8

N a p ięc ie  p rz e b ic ia  
k o le k to r -b a z a  

N a p ię c ie  p rze b ic ia
—*CBO =  30 f*A ~ U fBR)CBO V 20 20 , 20

k o le k to r -e m ite r  
N a p ięc ie  p rz e b ic ia

~^CES ~  HA ~ U fBR)CES V 20 20 20

em iter -b a za ^EBO =  30 MA ~ U fB  R)EBO V 1 1 1
C zęs to tliw ość  g ra - —Ic  =  l  m A ,

n iczn a - U CE =  6 V, 
fp  =  20 M Hz

f r M H z 40 55 40 55 30 35

W sp ó łcz y n n ik - I E =  1 m A ,
w z m o cn ie n ia - U CE *T 6 V,
p rą d o w e g o fp  =  1 kH z h2\e - 30 75 30 75 30 75

W sp ó łcz y n n ik —I c  =  1 m A ,
szu m ów “ U CE =  6 V , 

R g =  500' ” , 
fp  =  0,5 MHz

F dB 3 3 3

P rz e w o d n o ść
w e jś c io w a

P o je m n o ść
9 U e m s 0,5 1 1,5

w e jś c io w a
P rz e w o d n o ść ~ U n r, =  fi V

C \\e pF 75 100 175

zw rotn a —I q ~  1 m A 9 12 o MS 0,2 0,2 0,5

P o je m n o ś ć
zw rotn a

P rz e w o d n o ść

fp  =  500 kH z
C12e pF 1,8 2,4

28

2,4

p rz e jś c io w a |Y21e| m A /V 37 32 32

P rz e w o d n o ść
w y jś c io w a

P o je m n o ś ć
9 22e MS 1,6 3 5

10w y jś c io w a C-22e pF 4,5 8
P rz e w o d n o ść  

w e jś c io w a  
P o j em n ość

9 l l e m s 3 8

120 ,w e jś c io w a
P rz e w o d n o ść

Cl l e pF 80

zw rotn a 912e MS 30 100

P o je m n o ś ć
1,8 2,4zw rotn a

P rz e w o d n o ść - U CE =  6 V  
> - I c  ■» 1 m A

C12e p F

p rz e jś c io w a | y 21e| m A /V 30 34 25 30

P rz e w o d n o ść
w y jś c io w a

fp  =  10,7 M H z
a22e MS 75 200

P o je m n o ś ć
w y jś c io w a C22e PF 5 9



Tranzystory AF428 są przeznaczone głównie do 
stosowania w układzie wzmacniacza pośr.cz. w  od­
biornikach tranzystorowych AM oraz w układzie 
mieszacza odbiorników tranzystorowych z zakresem 
fal*długich i średnich. Selekcjonowane tranzystory 
AF428 mogą być również stosowane z dobrym wy­
nikiem do układu wzmacniacza pośr.cz. w odbiorni­
kach popularnych FM.

i$0,5
T

—  min 38 ........

S-5-

*/7OT7--i

B F C

Rys. 1 Rozmiary tranzystorów AF426, AF428, AF429 oraz układ wy­
prowadzeń elektrod
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Rys. 2. Zależność maksym alnego napięcia kolektor-emiter od opor­

ności między bazę i emiterem

Tranzystory AF429 są przeznaczone do innych za­
stosowań przy pracy małym sygnałem (np. lokalne 
oscylatory w odbiornikach AM z zakresem fal krót­
kich, średnich i długich).

Główne rozmiary tranzystorów AF426, 428 i 429 
oraz układ wyprowadzeń elektrod są podane ha ry­
sunku 1, a podstawowe parametry elektryczne — 
zestawione w tablicy 1, przy czym dopuszczalne 
wartości eksploatacyjne uwidoczniono w tablicy 2, 
a także na rysunkach 2 i 3. •

T a b l i c a  2

Dopuszczalne wartości eksploatacyjne dla tranzystorów 
AF426, 428 i 429

N azw a
p aram etru

O zna­
czen ie

Jed ­
n ostk a W a rtość U w agi

M a k sym aln e
n a p ię c ie
k o le k to r -e m ite r ^CEmSL\.

V
Patrz 

ry s . 2
M a k sym a ln e

n a p ię c ie
k o le k to r -b a z a U C Z?max V 20

M a k sy m a ln e
n a p ię c ie
em iter -b a za ^EBm  ax V 1

M a k sy m a ln y  p rą d  
k o le k to ra *Cmax m A 10

M ak sym aln a
tem p era tu ra
złą cza t .

1  max °c 75
D op u szcza ln a

tem p eratu ra
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Rys. 3. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia

Najbliższym odpowiednikiem funkcjonalnych tran­
zystorów grupy AF426, 428 i 429 produkcji FP TEWA 
jest tranzystor AF116 firmy SIEMENS.


